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งานวจิยัน้ีมุ่งเนน้การตรวจสอบผลกระทบของการปนเป้ือนของพื้นผิวต่อการตรวจวิเคราะห์
ฟิล์มคาร์บอนคลา้ยเพชร (DLC) โดยเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ (XAS) การปนเป้ือนดงักล่าวเกิด
จากการสัมผสักบัอากาศในระหวา่งการถ่ายโอนจากระบบเตรียมสารไปยงัระบบวิเคราะห์ มนัเป็นส่ิง
ท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้พื้นผิวตวัอย่างจะถูกปนเป้ือนดว้ยโมเลกุลของอากาศท่ีถูกดูดซับ ในงานน้ีฟิล์ม 
DLC ถูกเตรียมโดยเทคนิคแมกนีตรอนสปัตเตอร์ริงแบบแรงกระตุน้สูง (HiPIMS) เทคนิคโฟโต
อิเล็กตรอนสเปคโตรสโคปี (XPS) โดยใชแ้สงซินโครตรอนถูกน ามาใช้เพื่อตรวจสอบการปนเป้ือน
ของฟิล์ม DLC  การวดั XAS ในโหมดกระแสอิเล็กตรอนรวมทั้งหมดและการตรวจวิเคราะห์เทคนิต 
XPS สามารถด าเนินการไดภ้ายในระบบสุญญากาศเดียวกนัในระบบล าเลียงแสง BL3.2Ua ของ
สถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน (SLRI) การปนเป้ือนท่ีพื้นผิวของฟิล์ม DLC สามารถลดลงได้ดว้ย
เทคนิคการสปัตเตอร์ริงอาร์กอนไอออนพลงังานต ่า การวดั XAS ของฟิล์มคาร์บอนคลา้ยเพชรนั้น
ด าเนินการกบัตวัอยา่งก่อนและหลงัท าความสะอาดส าหรับระยะเวลาท่ีต่างกนั การปนเป้ือนท่ีพื้นผิว
ของฟิลม์ DLC สามารถลดลงปริมาณลงไดด้ว้ยเทคนิคการสปัตเตอริงอาร์กอนไอออนพลงังานต ่า การ
วดั XAS ของฟิล์มคาร์บอนคลา้ยเพชรนั้นด าเนินการกบัตวัอยา่งก่อนและหลงัท าความสะอาดส าหรับ
ระยะเวลาท่ีต่างกนัปริมาณของอะตอมคาร์บอนท่ีวดัไดมี้ค่าเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีอะตอมออกซิเจนลดลง
เม่ือเวลาสปัตเตอร์ผา่นไป ส่ิงน้ีช้ีให้เห็นถึงสารปนเป้ือนพื้นผิวมีปริมาณลดลงโดยการใชเ้ทคนิคการ
สปัตเตอร์ริง XAS ของกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัอาร์กอนปัดเตอริง แสดงใหเ้ห็นวา่มีขอ้มูลส่วนหน่ึง
ท่ีเกิดจากการปนเป้ือน ปริมาณ sp2 ในฟิล์มคาร์บอนคลา้ยเพชรท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ XAS นั้นมีความ
แตกต่างกนัไปตามเวลาท่ีใชใ้นการสปัตเตอร์ริงดว้ยไอออน ปริมาณของ sp2 นั้นนอ้ยท่ีสุดในขั้นแรก
ของการด าเนินงานสปัตเตอร์ริงไอออนจากนั้นจะเพิ่มตามเวลาสปัตเตอร์จนถึงระยะเวลาหน่ึงแล้ว
ลดลงอีกคร้ัง การเพิ่มข้ึนของปริมาณ sp2 อาจเป็นเพราะปริมาณการปนเป้ือนท่ีดา้นหนา้พื้นผิวลดลง 
การลดลงของปริมาณ sp2 หลงัจากนั้นอาจเป็นเพราะโครงสร้างบางส่วนเกิดความเสียหายของฟิล์ม
คาร์บอนคลา้ยเพชรท่ีเกิดจากการทิ้งระเบิดของไอออน ในงานน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่vขั้นตอนการก าจดั- 
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 This research focuses on the investigations of the effects of surface 

contamination on x-ray absorption spectroscopy (XAS) that is caused by exposition to 

air during transfer to analysis chambers. It is inevitable that the surface of the samples 

was contaminated by absorbed air molecules. In this work the diamond-like carbon 

(DLC) films prepared by high-power impulse magnetron sputtering technique 

(HiPIMS). Synchrotron X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) was used to verify the 

contamination of the DLC films. XAS measurements were done in total electron yield 

mode in the sample XPS analysis chamber of the BL3.2Ua beamline of the 

Synchrotron Light Research Institute (SLRI). The surface contaminations of the DLC 

films could be reduced by a low-energy Ar ion sputtering technique. XAS 

measurements of the DLC films were carried out on the sample before and after ion 

sputtering for different durations. The quality of C1s photoelectron increases, while the 

quality of the O1s photoelectron decreases, with the sputtering time. This suggests the 

reduction of surface contamination by the Ar ion sputtering. XAS of the sample before 

and after Ar ion sputtering suggests that there is a contribution of information from the 

contamination. The sp
2
 content in the DLC films provided by the XAS analysis varies 

with the Ar ion sputtering time.  The sp
2
 content is minimum when  on  ion  sputtering   
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